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La pr^sente Invention conoerne un element de liaison d'un dis- 
positif seralconducteur a son support et plus particulierement un tel 
dl^ment capable de relier thermiquement ce dispositif a I'embase des- 
tinee a le recevoir, tout en assurant entre les deux un bon isolement 
5 ^lectrique. . 

Dans \m grand nombre d^ applications, les dispositif s semiconduc- 
teurs doivent etre Isolds 6lectriquement de la masse metallique (chas- 
sis, boitier etc..) qui leur sert de support sans que cela nulse a 
I'^coulement vers ce support des calories produites par ce dispositif 

10 en cours de fonctionnement. Dans les dispositif s de type connu, la 
• resistance thermique de l' ensemble est la somme des resistances ther- 
miques successives : (a) du semiconducteur lui-merae, (b) du contact 
semiconducteur isolant, (c) de I'isolant proprement dit et enfin (d) 
du contact isolant - support mecanique. 

15 La present e invention a pour but de reduire cette resistance 

thermique totale. Elle concerne plus precisement un nouvel element 
de liaison d'vin dispositif semiconducteur a son support raecanique dans 
lequel les resistances thermiques (c) et (d) sont tres netteraent a- 
balssees, 

20 L' invention sera mieux comprise a I'aide des explications qui 

vont suivre et de la figure unique jointe qui represente, vues sche- 
matiqueraent en coupe, les diff^rentes couches constituant un element 
des liaison conforme a l' invention. 

Un presnier depot metallique 1 d'un metal M-;^ est effectue sur une des faces 2 
25 d'une plaquette 5 de semiconducteur dont une partie est seulement 

representee sur la figure jointe. Cette metallisation est realise e sur 
la plaquette toute entifere, quand cette derniere a subi la totalite 
des traitements condulsant aux dispositif s cherches, a 1- exception de 
la decoupe en "puces eleraentaires" et du montage sur son erabase. 
30 Le precede de metallisation est choisi dans toute la gamme des 

procedes connus tels que 1 * evaporation sous vide ou la pulverisation 
cathodique. Le choix du metal M]^ quant a lui est regl par des con- 
ditions d' apparel llage des coefficients de dilatation respectifs du 
semiconducteur et du metal M, lui-meme. 
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Par exemple si le semiconducteur est du silicium, ce metal Mi peut 
Stre du nx3lybdene, Ensuite on realise un second depot 4 constitue 
d'une premiere couche 4(a)d*un metal et d'une second couche 4 b 
de I'oxyde dudit metal. 
5 II s'agit soit d'un depot metallique oxyd^ ensuite, soit d'une 

couche d'un oxyde metallique depose directement sur celui-ci. Par 
exemple une couche d'un metal peut etre realisee par evaporation 
sous vide ou pulverisation cathodique et oxyd^e par la suite anodique- 
ment de fagon a §tre transform^ partiellement (comme le montre le poin- 

10 tille) en MgO pour former une couche k b isolante electriquement bien 
que bonne conductrice de la chaleur, Selon une autre variante cet- 
oxyde M^O peut etre mis en place directement au moyen d'un chalu- 
meau a plasma, sur le d^pot prealable de m^tal . Le beryllium 
et 1' oxyde de beryllium se pretent particulierement bien a cette 

15 application. 

L' oxyde de beryllium en effet constitue un excellent isolant 
electrique bien qu'^tant tres bon conducteur thermiquementj mais il 
peut ^galement s'agir d' autre combinaison tel que molybdene et oxyde 
de molybdene. 

20 Ensuite on effectue un troisieme d^pot (5) d'un metal de meme 

nature que Mg ou d'une nature differente mais dont la particularlte 
est alors de s'accrocher particulierement bien a 1' oxyde metallique 
MgO. Enfin on realise un dernier depot 6 d'un metal presentant 
toutes les qualites requises pour permettre la realisation de toutes 

25 les soudures ult^rieures des dispositifs ainsi equip^s sur leur sup- 
port mecanique. Ce metal peut etre par exemple de I'or. 

A titre d' exemple nullement limitatif, les ^paisseurs respecti- 
ves des differents depots ou couches peuvent etre respectivement 
environ de 0,1 micron pour le depot 1, 1 micron pour la couche 4 a, 

30 quelques microns pour la couche 4 b, un micron pour le depot 5 et 
quelques microns pour le depot 6. 

Un element de liaison conforme a l' invention presente, entre 
autre^ les avantages suivants : Le metal Mj^ est apparie avec le semi- 
conducteur ce qui limite les risques de deterioration des dispositifs 
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dfts k des differences de coefficient de dilatation par exemple. 

• La combinaison constituee par la succession du depot 4 a de 
m^tal Mg, de la couche 4 b d'oxyde du meme metal et du depot 5 de 
metal Mg conduit a r^duire considerableraent la resistance thermique 
5 au niveau de I'isolant, car le m^tal qui se trouve de part et d' autre 
de ce dernier s'accroche parti culierement bien a celui-ci, Dans le 
cas de certaines applications, les d^pSts 1 et la couche 4 a peuvent . 
§tre confonduesd'une part ainsi que les d^pSts 5 et 6 d' autre part. 
On se trouve alors en presence d'un premier et d'un second d^pSt d'un 
10 metal facilement dxydable s'adaptant d'un c8te au semiconducteur et 
■ de l' autre cote au support mecanique, ces deiix d^pSts etant separees 
par une epaisseur donnee d'un oxyde dudit metal qui constitue un bon 
isolant electrique tout en etant bon conducteur de la chaleur. 

La presente invention s' applique k tous les dispositifs semi- 
15 conducteurs qui doivent etre Isolds dlectriquement du support mdca- 
nique destind a le recevoir bien qu'en parfaite liaison therraique 
avec ce dernier qui, outre son role de support mdcanique, joue^ dans 
bien des ca^ un r8le de refroidisseur. 
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REYENDICATIONS 



1. Element de liaison capable de relier thermiqueraent un dis- 
positif semiconducteur au support destine a la recevoir, tout en 
assurant entre les deux un Isolement electrique, caract^rlce en oe 
qu'il coraprend une combinaison d'au raoins un premier et un second 

5 dep6t d'un metal facilement oxydable s^par^es par une couche 
d'oxyde dudit metal. 

2. Element de liaison selon la revendi cation 1, caracterise en 
ce que ledit mdtal presente un coefficient de dilation compatible 
avec le semiconducteur et le materiau constituant le support. 

10 5. Element de liaison selon la revendication 1/ caracterise en 

ce qu'un depot d'un mdtal M^^ est interpose entre le semiconducteur 
et ladite combinaison. 

4. Element de liai;son selon I'vme des revendications 1 et 3, 
caracterise en ce qu'un depot suppldmentaire d'un metal M, est in- 
15 terpose entre ladite combinaison et ledit support. 

5.. Element de liaison selon la revendication 3, caracterise en 
ce que ledit metal Mj^ presente un coefficient de dilation compatible 
avec ledit semiconducteur. 

6. Element de liaison selon I'une des revendication 4 et 5, 

20 caracterise en ce que ledit metal presente un coefficient de di- 
latation compatible avec le materiau constituant ledit support. 

7. Dispositif semiconducteur, caracterise en ce qu'il comporte 
au moins vm element selon I'une des revendications precedentes. 
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